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 要  旨 
近年、半導体技術の発展により、携帯電話などのモバイル機器が小型化、低消費電力かつ多機能化と
なっている。モバイル機器の中には様々なIC チップが内蔵している。その中にあるLDO レギュレー
タという電源IC は他のIC チップが要求する電圧をモバイル機器のバッテリーの電源電圧から変換し
て供給するものである。しかし、ここ数年間、モバイル機器が高速化となっており、モバイル機器の
中のLSI やメモリーIC の負荷電流の変動が大きくなってきている。そのため、LDO レギュレータに
もその変化に追従できるファストトランジェントが要求されるようになってくる。本研究の目的は、
低消費電力でファストトランジェントのLDO レギュレータを設計することである。基本LDO レギュ
レータの問題点は、パワーPMOS のゲートの寄生容量と増幅器の出力抵抗は非常に大きいから、エラ
ー増幅器がパワーPMOS を駆動する時間がかかり、LDOレギュレータの出力電圧が元に回復するセト
リングタイムが長い[1] というのである。先行研究により、負荷変動に対するLDO レギュレータのト
ランジェント(過渡応答) を高速するための手法が様々あると分かった。まず、負荷過渡状態において
パワーPMOS の電流を吸い込むことによってLDO レギュレータのセトリングタイムを改善する方法
がある[2]。しかし、この方法はオバーシュート電圧のセトリングタイムを改善できるが、そのセトリ
ングタイムがまだ大きいというのは欠点である。次に、エラー増幅器とパワーPMOS の中間にバッフ
ァ回路あるいはスイッチ回路を挿入する方法がある。バッファ回路を使用する場合、エラー増幅器の
出力抵抗は低減し、スルーレートが改善されるが、バッファ回路に大量の電流を流すことが必要であ
るから、消費電力が大きい。この方法に対して、スイッチ回路を用いて負荷過渡状態でパワーPMOS を
速く駆動させてセトリングタイムを改善するのは効果的であるが、先行研究[3] で提案されたLDOレギ
ュレータの消費電流は大きいである。本研究ではLDOレギュレータの過渡応答を低消費電力で高速す
るため、アンダーシュート用とオーバーシュート用のスイッチ回路 とRC 回路を挿入する方法を使用
してファストトランジェントのLDO レギュレータの回路を設計する。  
[1] Leung,K,N.; Ng, Y.S.; “ A CMOS Low-Dropout Regulator With a Momentarily Current-Boosting Voltage Buffer, ”IEEE 
Transactions on, Circuits and Systems Society, vol.57, no.11,pp.1549-8382, Apr. 2010.  
[2] Sungkeun Lim;Huang,A.Q.;“ A Low-Dropout(LDO) Regulator Output Impedance Analysis and Transient Performance 
Enhancement Circuit”IEEE Transactions on, Circuits and Systems Society, vol.57, no.11, pp.1875-1878, Feb.2010  
[3] Patri Sreehari Rao.K, S.R.Krishna Prasad, “ On chip LDO voltage regulator with improved transient response in 180nm, ” International 
Conference on Electronic design, pp.1-6, Dec.2008.  
 
